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(57) Hauptanspruch: Halbleiterschaltung mit einem ers-
ten Potential als einem gemeinsamen Potential und einem
zweiten Potential als einem Referenzpotential, wobei sich
das erste Potential von dem zweiten Potential unterschei-
det, zum Ansteuern und Regeln einer Halbleiterschaltein-
richtung, die mit dem zweiten Potential gesteuert wird, wo-
bei die Halbleiterschaltung aufweist:

— eine Niveauverschiebungsschaltung mit mehreren Aus-
gabeabschnitten zum Ausgeben eines Hauptbefehlssi-
gnals Uber jeden Ausgabeabschnitt, das ein pulsgeformtes
EIN-Befehlssignal oder ein pulsgeformtes AUS-Befehlssi-
gnal umfasst, relativ zu dem zweiten Potential als dem
Referenzpotential, in Reaktion auf eine Eingabe eines Ak-
tivierungssignals, das ein pulsgeformtes EIN-Signal oder
ein pulsgeformtes AUS-Signal umfasst, das relativ zu dem
ersten Potential als einem Referenzpotential ist und das
die Halbleiterschalteinrichtung in einen leitfahigen Zustand
oder einen nicht leitfahigen Zustand versetzt;

— eine Verriegelungsschaltung, die in Reaktion auf das
Hauptbefehlssignal ein Signal ausgibt, um die Halbleiter-
schalteinrichtung in ihrem leitfahigen oder nicht leitfahigen
Zustand zu halten; und

— eine Niveauverschiebungssignalunterdriickungseinrich-
tung, die dazu dient, wenn ein Signal an einem der Ausga-
beabschnitte der Niveauverschiebungsschaltung erzeugt
wird, zu verhindern, dass ein Signal an dem anderen Aus-
gabeabschnitt erzeugt wird;

— wobei die Niveauverschiebungsschaltung in der Lage
ist, an jedem Ausgabeabschnitt in Reaktion auf das die-
sem eingegebene Aktivierungssignal gleichzeitig erste und
zweite niveauverschobene Signale zu erzeugen, die von
verschiedenen Spannungsabfallen resultieren;

— wobei das Hauptbefehlssignal ein in der Wellenform mo-
difiziertes Signal ist, das von dem ersten niveauverschobe-
nen Signal abgeleitet ist, das von einem kleineren Span-
nungsabfall resultiert als das zweite niveauverschobene Si-
gnal;

—wobei die Niveauverschiebungssignalunterdriickungsein-
richtung dazu dient, zu verhindern, dass das erste niveau-
verschobene Signal an einem Ausgabeabschnitt in Reakti-
on auf das zweite niveauverschobene Signal erzeugt wird,
das von dem anderen Ausgabeabschnitt ausgegeben wird;
— wobei die Niveauverschiebungsschaltung in jedem Aus-
gabeabschnitt aufweist:

— einen ersten Lastwiderstand, der das erste niveauver-
schobene Signal liefert,

— einen zweiten Lastwiderstand, der in Serie mit dem ers-
ten Lastwiderstand verbunden ist und das zweite niveau-
verschobene Signal liefert, und ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Halbleiterschaltungen und insbesondere auf einen
Schalteinrichtungssteuerkreis zum Ansteuern und
Regeln einer Halbleiterschalteinrichtung, in der ein
Potential, das sich von einem gemeinsamen Potenti-
al unterscheidet, als ein Referenzpotential dient.

[0002] In einer Anwendungsschaltung, wie bei-
spielsweise einem PWM-Umrichter, einem synchro-
nen Kommutationsabwartswandler sowie einem D-
Verstarker, wurde in jlingeren Jahren eine Pegel-
oder Niveauverschiebungsschaltung mittels einer in-
tegrierten Hochspannungsschaltung als eine Schal-
tung zum Ansteuern einer Hochspannungsseiten-
schalteinrichtung in zwei Schalteinrichtungen ver-
wendet, die zwischen hohen und niedrigen Potentia-
len in Serie miteinander geschaltet sind.

[0003] Eine Niveauverschiebungsschaltung dieser
Art hat eine Konfiguration derart, dass, um einen En-
ergieverbrauch zu reduzieren, nur wenn ein Signal-
schalten zwischen extern zugefiuihrten Befehlssigna-
len auftritt, die dazu verwendet werden, eine Halb-
leiterschalteinrichtung auf der Hochspannungsseite
leitfahig oder nicht leitfahig zu machen, ein kurzer
EIN- oder AUS-Impuls in der GréRenordnung eini-
ger hundert Nanosekunden erzeugt wird und der er-
zeugte Impuls an den Schalteinrichtungssteuerkreis
auf der Hochspannungsseite tUbertragen wird, wo ei-
ne Verriegelungsschaltung die Schalteinrichtung in
ihrem EIN- oder AUS-Zustand verriegelt.

[0004] In einer derartigen Niveauverschiebungs-
schaltung verandert sich ein VS-Potential, welches
eine Referenzspannung der Hochspannungsseiten-
schalteinrichtung ist, mit einer Leitung/Nichtleitung
der Schalteinrichtung, was in einer Anwendung ei-
ner grélkeren Spannungsveranderung dV/dt auf die
Niveauverschiebungsschaltung resultiert. In einigen
Fallen bewirkt dieses einen unbeabsichtigten EIN-/
AUS-Impuls (Fehlerimpuls). In dieser Hinsicht exis-
tiert eine Niveauverschiebungsschaltung, die eine Si-
gnaldeaktivierungsschaltung aufweist, die die Erzeu-
gung des Fehlerimpulses verhindert, so dass die
Hochspannungsseitenschalteinrichtung selbst in sol-
chen Fallen nicht falsch arbeiten kann (vgl. zum
Beispiel die ungepriifte japanische Patentanmeldung
Verdffentlichungsnummer 2000-252809, die im Fol-
genden als Patentdokument 1 bezeichnet wird).

[0005] In der in Patentdokument 1 offenbarten Si-
gnaldeaktivierungsschaltung wird ein Ausgangssi-
gnal von einem EIN-Impulsabschnitt in der Niveau-
verschiebungsschaltung durch ein Ausgangssignal
von einem AUS-Impulsabschnitt in der Niveauver-
schiebungsschaltung maskiert, wahrend das Aus-
gangssignal von dem AUS-Impulsabschnitt in der
Niveauverschiebungsschaltung umgekehrt von dem

Ausgangssignal von dem EIN-Impulsabschnitt in der
Niveauverschiebungsschaltung maskiert wird. Da die
Fehlerimpulse aufgrund der Anwendung der Veran-
derung dV/dt im Wesentlichen gleichzeitig sowohl an
den EIN- wie an den AUS-Impulsabschnitten in der
Niveauverschiebungsschaltung auftreten, macht es
eine derartige Schaltungskonfiguration mdglich, zwi-
schen einem normalen Signal und einem Fehlersi-
gnal zu unterscheiden, um dadurch nur das Fehlersi-
gnal aufzuheben.

[0006] Aufgrund einer Veranderung in den logi-
schen Schwellenwerten und/oder den Lastwiderstan-
den innerhalb der Niveauverschiebungsschaltung
und aufgrund des Einflusses einer Verdrahtungsim-
pedanz, werden die Fehlerimpulse — die normaler-
weise gleichzeitig sowohl an den EIN- wie den AUS-
Impulsabschnitten in der Niveauverschiebungsschal-
tung auftreten wiirden — jedoch in einigen Situationen
mit einer gewissen Phasendifferenz erzeugt.

[0007] Zu diesem Zwecke wird in Patentdokument
1 eine Niveauverschiebungsschaltung offenbart, die
durch ein vollstdndiges Maskieren einer Pulsbreite
des normalen Signals unter Verwendung derjenigen
eines Maskierungssignals nicht falsch arbeitet, ob-
wohl Fehlerimpulse mit der Phasendifferenz erzeugt
werden.

[0008] In der oben beschriebenen Niveauverschie-
bungsschaltung gemal Patentdokument 1 muss je-
doch ein Problem Uiberwunden werden, wie es unten
beschrieben wird.

[0009] Damit die maskierende Pulsbreite die Puls-
breite des normalen Signals vollstandig maskiert,
muss ein Schwellenwert einer NICHT-Schaltung zum
Maskieren kleiner gemacht werden als derjenige des
normalen Signals. Dieser Unterschied zwischen den
Schwellenwerten reprasentiert den Unterschied zwi-
schen der Pulsbreite des normalen Signals und derje-
nigen fur das Maskieren. Somit wird der Unterschied
zwischen beiden Breiten vorzugsweise gréRer ge-
macht, um ein zuverlassiges Maskieren zu erreichen.
Die NICHT-Schaltung verwendet im Allgemeinen ei-
nen N-MOS-Transistor sowie einen P-MOS-Transis-
tor, die in Serie miteinander verbunden sind, und ein
Verhéltnis beider Transistorgréf3en wird eingestellt,
um einen gewlinschten Schwellenwert zu erhalten.

[0010] Wenn der Schwellenwert jedoch verringert
werden soll, ohne eine Steuerfahigkeit der maskie-
renden NICHT-Schaltung zu verschlechtern, muss
die GroRe des P-MOS-Transistors erhdht werden.
Aus diesem Grund kann der Schwellenwert der mas-
kierenden NICHT-Schaltung aufgrund von Flachen-
beschrankungen des IC-Chips nicht viel kleiner ge-
macht werden, wodurch der Fahigkeit, die Fehler-
impulse mit der Phasendifferenz zu entfernen, eine
Grenze gesetzt wird.
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[0011] Obwohl es offenbart ist, dass eine Vergleichs-
einrichtung mit einer anderen Referenzspannung an-
stelle der NICHT-Schaltung verwendet wird, und
dass verschiedene Verzogerungsschaltungen indivi-
duell auf das normale Signal und das maskierende
Signal angewendet werden, um dadurch die Pulsbrei-
te zu verringern oder zu vergréRern, wird des weite-
ren ein Problem dadurch erzeugt, dass jede dieser
offenbarten Techniken die gesamte Schaltung kom-
plexer macht, was somit in einer erhéhten 1C-Chip-
GroBe resultiert.

[0012] Die vorliegende Erfindung ist darauf gerich-
tet, die oben genannten Probleme zu Uberwinden,
und es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Halb-
leiterschaltung zu schaffen, die eine Verhinderung ei-
ner falschen Funktion aufgrund einer Anwendung ei-
ner Spannungsveranderung dV/dt gewahrleistet, in-
dem eine einfache Konfiguration der Schaltung ver-
wendet wird.

[0013] Ahnliche Halbleiterschaltungen sind be-
kannt aus den Dokumenten JP 9-172 366 A,
DE 102 22 777 A1, und US 2003/0016054 A1.

[0014] Die oben genannte Aufgabe wird gelést durch
eine Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 sowie
durch eine Halbleiterschaltung nach Anspruch 5.
Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran-
spriichen angegeben.

[0015] Eine Halbleiterschaltung gemaR der vorlie-
genden Erfindung weist ein erstes Potential als ein
gemeinsames Potential und ein zweites Potential
als ein Referenzpotential auf, wobei sich das ers-
te Potential von dem zweiten Potential unterschei-
det, um eine Halbleiterschalteinrichtung anzusteuern
und zu regeln, die mit dem zweiten Potential ge-
steuert wird. Die Halbleiterschaltung weist auf: ei-
ne Pegel- oder Niveauverschiebungsschaltung, die
mehrere Ausgabeabschnitte aufweist, um Uber jeden
Ausgabeabschnitt ein Hauptbefehlssignal auszuge-
ben, das ein pulsgeformtes EIN-Befehlssignal oder
ein pulsgeformtes AUS-Befehlssignal umfasst, rela-
tiv zu dem zweiten Potential als dem Referenzpo-
tential, in Reaktion auf eine Eingabe eines Aktivie-
rungssignals, das ein pulsgeformtes EIN-Signal oder
ein pulsgeformtes AUS-Signal umfasst, das relativ zu
dem ersten Potential als einem Referenzpotential ist
und das die Halbleiterschalteinrichtung in einen leit-
fahigen Zustand oder einen nicht leitfahigen Zustand
versetzt; eine Verriegelungsschaltung, die in Reak-
tion auf das Hauptbefehlssignal ein Signal ausgibt,
um die Halbleiterschalteinrichtung in ihrem leitfahi-
gen oder nicht leitfahigen Zustand zu halten; und ei-
ne Pegel- oder Niveauverschiebungssignalunterdri-
ckungseinrichtung, die dazu dient, wenn ein Signal an
einem der Ausgabeabschnitte der Niveauverschie-
bungsschaltung erzeugt wird, zu verhindern, dass ein
Signal an dem anderen Ausgabeabschnitt erzeugt

wird. Die Halbleiterschaltung gemafR der vorliegen-
den Erfindung weist im Ubrigen die weiteren Merk-
male gemal Anspruch 1 oder alternativ die weiteren
Merkmale gemaf} Anspruch 5 auf.

[0016] Die Halbleiterschaltung gemafl® der vor-
liegenden Erfindung dient dazu, wenn ein Si-
gnal an einem der Ausgabeabschnitte zum Aus-
geben eines EIN-Signals und eines AUS-SIi-
gnals (im Folgenden ”Niveauverschiebungsschal-
tungs-EIN-Abschnitt” und ”Niveauverschiebungs-
schaltungs-AUS-Abschnitt” genannt) in der Niveau-
verschiebungsschaltung erzeugt wird, zu verhindern,
dass ein Signal an dem anderen Ausgabeabschnitt
erzeugt wird. Somit wird theoretisch kein Fehlersi-
gnal erzeugt, selbst wenn die Halbleiterschaltung
einem vorubergehenden Spannungsrauschen aus-
gesetzt ist, und dartber hinaus wird kein Fehlersi-
gnal erzeugt, selbst wenn es eine Veranderung in
dem Schaltungskoeffizienten zwischen den Niveau-
verschiebungsschaltungs-EIN- und -AUS-Abschnit-
ten gibt, was die Unterdriickung einer falschen Funk-
tion der Halbleiterschaltung gewahrleistet. Des weite-
ren wird die vorhergehende Funktion durch eine ein-
fache Schaltung erreicht, wodurch eine erhéhte 1C-
Chip-GrofRke verhindert wird. Diese und weitere Merk-
male, Vorteile und Gegensténde der vorliegenden Er-
findung ergeben sich flr den Fachmann des weiteren
unter Bezugnahme auf die nachfolgenden Zeichnun-
gen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist ein Schaltungsdiagramm, das eine
Konfiguration der Ausfihrungsform 1 geman der vor-
liegenden Erfindung darstellt;

[0018] Fig. 2 ist ein Zeitdiagramm, das einen Betrieb
der Ausflihrungsform 1 gemafl der vorliegenden Er-
findung darstellt;

[0019] Fig. 3 ist ein Schaltungsdiagramm, das eine
Konfiguration der Ausfiihrungsform 2 gemaR der vor-
liegenden Erfindung darstellt;

[0020] Fig. 4 ist ein Schaltungsdiagramm, das eine
Konfiguration der Ausfihrungsform 3 gemaR der vor-
liegenden Erfindung darstellt;

[0021] Fig. 5 ist ein Schaltungsdiagramm, das eine
Konfiguration der Ausfiihrungsform 4 gemaR der vor-
liegenden Erfindung darstellt; und

[0022] Fig. 6 ist ein Schaltungsdiagramm, das eine
Konfiguration der Ausfiihrungsform 5 gemaR der vor-
liegenden Erfindung darstellt.
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BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFUHRUNGSFORMEN

Ausfihrungsform 1

[0023] Fig. 1 zeigt eine Ausfiihrungsform einer Halb-
leiterschaltung gemal der vorliegenden Erfindung.
Unter Bezugnahme auf Fig. 1 sind Halbleiterschalt-
einrichtungen 7 und 11, wie beispielsweise IGBTs,
in Serie zwischen einem Hauptstromquellenpotential
GND, das als ein erstes Potential oder das gemein-
same Potential wirkt, und einem Hauptstromquel-
lenpotential VPS eines hohen Potentials geschal-
tet, was eine Halb-Brucken-Umrichterschaltung bil-
det. Zusatzlich sind Rucklauf-(oder Freilauf-)Dioden
8 und 12 antiparallel zu den Halbleiterschalteinrich-
tungen 7 bzw. 11 geschaltet, und eine nicht darge-
stellte Last kann an einem Anschluss — d. h. einem
Anschluss AUSGANG - zwischen den Halbleiter-
schalteinrichtungen 7 und 11 angeschlossen sein.

[0024] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird die Halb-
leiterschalteinrichtung 7 als Hochspannungsseiten-
schalteinrichtung bezeichnet, da sie Schaltvorgan-
ge zwischen einem Potential an dem Anschluss
AUSGANG - dem zweiten Potential —, das als ein Re-
ferenzpotential dient, und der Hauptstromquelle VPS
des hohen Potentials ausflhrt.

[0025] Des weiteren wird eine Halbleiterschaltein-
richtung 11 als Niederspannungsseitenschalteinrich-
tung bezeichnet, da sie Schaltvorgange zwischen ei-
nem Hauptstromquellenpotential GND, das als das
Referenzpotential dient, und dem Potential an dem
Anschluss AUSGANG ausfiihrt.

[0026] Somitist ein in Fig. 1 dargestellter Schaltein-
richtungssteuerkreis unterteilt in einen Schalteinrich-
tungssteuerkreis 1 auf der Hochspannungsseite und
einen Schalteinrichtungssteuerkreis 10 auf der Nie-
derspannungsseite.

[0027] Dariiber hinaus ist der Steuerkreis 1 der
Hochspannungsseitenschalteinrichtung unterteilt in
einen Niederspannungsschaltungsabschnitt 9, in
dem das Hauptstromquellenpotential GND des nied-
rigen Potentials als das Referenzpotential dient, ei-
nen Hochspannungsschaltungsabschnitt 3, in dem
der Anschluss AUSGANG der Schalteinrichtung
als das Referenzpotential dient und eine gleiten-
de Stromquelle 6, deren negative Elektrode mit die-
sem Referenzpotential verbunden ist, als eine Strom-
quelle dient, sowie eine Pegel- oder Niveauverschie-
bungsschaltung 2, die ein Signal von dem Nieder-
spannungsschaltungsabschnitt 9 an den Hochspan-
nungsschaltungsabschnitt 3 Ubertragt.

[0028] Ein Eingangssignal S1, das von einem ex-
ternen Mikroprozessor oder dergleichen zur Verfi-
gung gestellt wird und das als ein Befehl dient,

die Hochspannungsseitenschalteinrichtung leitfahig
oder nicht leitfdhig zu machen, wird an einen
Eingangsanschluss Hin des Niederspannungsschal-
tungsabschnitts 9 angelegt. Das Eingangssignal S1
ist im Allgemeinen ein digitaler Wert, der ein hohes
(H) Niveau oder ein niedriges (L) Niveau hat, das
relativ zu dem GND erzeugt wird, das als ein Refe-
renzpotential dient. In einem Beispiel der vorliegen-
den Erfindung entspricht das H-Niveau einem Lei-
tungsbefehl und das L-Niveau einem Nichtleitungs-
befehl. Das Eingangssignal S1 wird in eine Impul-
serzeugungsschaltung 91 eingegeben, von der ein
EIN-Impulssignal S2 und ein AUS-Impulssignal S3
erzeugt werden. Das Signal S2 ist ein impulsgeform-
tes EIN-Signal, das in Reaktion auf ein Ansteigen des
Eingangssignals S1 erzeugt wird, wahrend das Si-
gnal S3 ein impulsgeformtes AUS-Signal ist, das in
Reaktion auf ein Abfallen des Eingangssignals S1 er-
zeugt wird. Das EIN-Impulssignal S2 und das AUS-
Impulssignal S3 werden kollektiv als Aktivierungssi-
gnale bezeichnet.

[0029] Als nachstes wird unten eine Konfiguration ei-
ner Niveauverechiebungsschaltung beschrieben, die
die EIN- und AUS-Impulssignale S2 und S3 emp-
fangt. Das EIN-Impulssignal S2 wird an ein Gate ei-
nes EIN-Impuls-HNMOS-Transistors 23 eingegeben,
der eine erste Hochspannungshalbleitereinrichtung
ist, um den HNMOS-Transistor 23 anzusteuern. Glei-
chermalien wird das AUS-Impulssignal S3 an ein
Gate eines AUS-Impuls-HNMOS-Transistors 21 ein-
gegeben, der eine zweite Hochspannungshalbleiter-
einrichtung ist, um den HNMOS-Transistor 21 anzu-
steuern.

[0030] Erste Enden von ersten Lastwiderstédnden 27
und 28 sind mit einer positiven Elektrode (VB-Potenti-
al) der gleitenden Stromquelle 6 der Hochspannungs-
seite verbunden. Die anderen Enden der ersten Last-
widerstande 27 und 28 sind des weiteren mit ersten
Enden von zweiten Lastwiderstanden 29 und 30 ver-
bunden und auRerdem mit Eingangsenden invertier-
ter Logikeinrichtungen 41 bzw. 42.

[0031] Schalter 31 und 32, die als Kurzschluss-
einrichtungen dienen, sind des weiteren parallel zu
den ersten Lastwiderstanden 27 bzw. 28 geschal-
tet. Die Kurzschlusseinrichtung arbeitet als Niveau-
verschiebungssignalunterdriickungseinrichtung. Je-
der der Schalter 31 und 32 hat einen Steuerungs-
anschluss. Bei einem Anlegen eines Niedrigniveau-
signals an den Steuerungsanschluss wird eine Nied-
rigimpedanzbahn (Kurzschlussbahn) zwischen den
Hauptelektroden gebildet, wahrend bei einem Anle-
gen eines Hochniveausignals daran eine Hochim-
pedanzbahn (offene Bahn) zwischen ihnen gebildet
wird.

[0032] Die anderen Enden der zweiten Lastwider-
stande 29 und 30 sind mit den Drains der HN-
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MOS-Transistoren 21 bzw. 23 verbunden. Ein An-
schlusspunkt zwischen dem zweiten Lastwiderstand
30 und der Drain des HNMOS-Transistors 23, die
beide den Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Ab-
schnitt bilden, ist darliber hinaus mit dem Schalter
31 verbunden, der die Kurzschlusseinrichtung in dem
Niveauverschiebungsschaltungs-AUS-Abschnitt ist.
GleichermalBen ist ein Anschlusspunkt zwischen
dem zweiten Lastwiderstand 29 und der Drain
des HNMOS-Transistors 21, die beide den Niveau-
verschiebungsschaltungs-AUS-Abschnitt bilden, mit
dem Schalter 32 verbunden, der die Kurzschluss-
einrichtung in dem Niveauverschiebungsschaltungs-
EIN-Abschnitt ist.

[0033] Zusatzlich ist die negative Elektrode (VS-Po-
tential) der gleitenden Stromquelle 6 der Hochspan-
nungsseite mit Anoden von Dioden 25 und 26 ver-
bunden, deren Kathoden mit den Drains der HNMOS-
Transistoren 21 bzw. 23 verbunden sind.

[0034] Mit dieser Konfiguration kommen die HN-
MOS-Transistoren 23 und 21 in Reaktion auf das
EIN-Impulssignal S2 bzw. das AUS-Impulssignal S3
in einen Leitungszustand, wodurch bewirkt wird, dass
pulsgeformte Spannungsabfalle Giber die ersten Last-
widerstande 28 und 27 auftreten, was erste niveau-
verschobene Signale S4 bzw. S5 erzeugt.

[0035] Des weiteren treten die pulsgeformten Span-
nungsabfalle auch gleichzeitig tber die zweiten Last-
widerstande 30 und 29 auf, die in Serie zu den ers-
ten Lastwiderstanden 28 und 27 geschaltet sind, was
zweite niveauverschobene Signale S6 und S7 be-
wirkt, die, wie zuvor beschrieben, in die Steuerungs-
anschlisse der Schalter 31 bzw. 32 eingegeben wer-
den.

[0036] Als nachstes wird unten die Konfiguration des
Hochspannungsschaltungsabschnitts 3 beschrieben,
der die ersten niveauverschobenen Signale S4 und
S5 empfangt. Die erste invertierte Logikeinrichtung
41, die ein erstes niveauverschobenes Signal S4 von
dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Abschnitt
empfangt, gibt ein pulsgeformtes EIN-Befehlssignal
S8 aus. Gleichermalen gibt die zweite invertierte Lo-
gikeinrichtung 42, die ein erstes niveauverschobenes
Signal S5 von dem Niveauverschiebungsschaltungs-
AUS-Abschnitt empfangt, ein pulsgeformtes AUS-
Befehlssignal S9 aus. Die EIN- und AUS-Befehlssi-
gnale S8 und S9 werden gemeinschaftlich als Haupt-
befehlssignale bezeichnet.

[0037] Das EIN-Befehlssignal S8 und das AUS-Be-
fehlssignal S9 werden in einen Einstellanschluss
bzw. einen Riicksetzanschluss einer SR-Verriege-
lung 51 eingegeben, wodurch die Schalteinrichtung
7 der Hochspannungsseite zwischen ihren leiten-
den und nicht leitenden Zusténden in Reaktion auf
die pulsgeformten Hauptbefehlssignale umgeschal-

tet wird, wobei der verdnderte Zustand beibehalten
wird. Ein Ausgangssignal S10 von einem Q-Aus-
gang der SR-Verriegelung 51 wird einem Eingangs-
anschluss eines Pufferverstarkers 53 zugefuhrt, der
den Strom auf ein Niveau verstarkt, das ausreicht, um
die Schalteinrichtung 7 der Hochspannungsseite an-
zusteuern.

[0038] Logische Schwellenwerte der Schalter 31
und 32, die als die Kurzschlusseinrichtungen dienen,
werden vorzugsweise so eingestellt, dass sie gleich
sind. Daruber hinaus wird es bevorzugt, dass logi-
sche Schwellenwerte der ersten und zweiten inver-
tierten Logikeinrichtungen 41 und 42 so eingestellt
werden, dass sie gleich sind. Dariiber hinaus werden
die logischen Schwellenwerte der Schalter 31 und 32
vorzugsweise so eingestellt, dass sie kleiner sind als
diejenigen der ersten invertierten Logikeinrichtung 41
und der zweiten invertierten Logikeinrichtung 42.

[0039] Der Steuerkreis 10 der Niedrigspannungs-
seitenschalteinrichtung ist eine Schaltung, die ei-
ne Stromquelle 103 der Niedrigspannungsseite als
Stromquelle verwendet, um die Niedrigspannungs-
seitenschalteinrichtung 11 anzusteuern. Nachdem
ein Steuersignal, das extern an einen Eingangsan-
schluss Lin angelegt wird, durch eine Verzégerungs-
schaltung 101 verzdgert worden ist, so dass sei-
ne Verzdgerungszeit im Wesentlichen gleich einer
Ubertragungsverzégerungszeit in dem Steuerkreis 1
der Hochspannungsseitenschalteinrichtung gemacht
wird, wird das verzogerte Steuersignal durch einen
Pufferverstarker 102 auf ein Niveau stromverstarkt,
das ausreicht, die Niedrigspannungsseitenschaltein-
richtung 11 anzusteuern.

[0040] Als nachstes wird der Betrieb des Steuerkrei-
ses 1 der Hochspannungsseitenschalteinrichtung ge-
maR Ausflihrungsform 1 unter Bezugnahme auf ein
in Fig. 2 dargestelltes Zeitdiagramm beschrieben.

[0041] Wie in der Beschreibung der herkdmmlichen
Technik, ist in diesem Fall die Beschreibung fiir den
Fall vorgesehen, in dem die Hochspannungsseiten-
schalteinrichtung 7 in einen Leitungszustand kommt,
d. h. ein Leitungsbefehl, der das extern zugefihrte
Eingangssignal S1 verwendet, wird zu einer Zeit t0
eingegeben. Die individuelle Arbeitsweise wird in ei-
ner chronologischen Reihenfolge beschrieben. Aus
einer Symmetrie der Schaltung ergibt es sich hier,
dass das Gleiche auch fir den Fall gilt, in dem die
Hochspannungsseitenschalteinrichtung 7 nicht lei-
tend wird.

Zeiten t0-t5:

[0042] Wie zuvor beschrieben wurde, soll hier das
hohe Niveau des extern zugeflhrten Eingangssi-
gnals S1 als ein Leitungsbefehl fungieren, um die
Hochspannungsseitenschalteinrichtung 7 leitend zu
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machen, und das niedrige Niveau des Eingangs-
signals S1 soll als ein Nichtleitungsbefehl fungie-
ren, um die Hochspannungsseitenschalteinrichtung 7
nicht leitend zu machen.

[0043] In Synchronisation mit dem Anstieg des Ein-
gangssignals S1 wird ein einziger positiver Impuls,
der als das EIN-Impulssignal S2 dient, von der Im-
pulserzeugungsschaltung 91 ausgegeben (Zeiten t0—
t3). In der Niveauverschiebungsschaltung 2, die das
EIN-Impulssignal S2 empfangen hat, tritt ein Span-
nungsabfall tGber den ersten Lastwiderstand 28 in
dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Abschnitt
auf, was einen einzigen negativen Impuls bewirkt,
der als das erste niveauverschobene Signal S4 in
dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Abschnitt
dient.

[0044] Die erste invertierte Logikeinrichtung 41,
die das erste niveauverschobene Signal S4 in
dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Abschnitt
empfangt, erzeugt des weiteren einen positiven Im-
puls, der als das EIN-Befehlssignal S8 dient. Unter
der Annahme, dass der logische Schwellenwert der
ersten invertierten Logikeinrichtung 41 Vth1 ist, ent-
spricht eine Erzeugungszeitdauer T2 dieses Impul-
ses einer Zeitdauer, in der das erste niveauverscho-
bene Signal S4 in dem Niveauverschiebungsschal-
tungs-EIN-Abschnitt unter den Wert Vth1 fallt, d. h.
Zeiten t2-t4.

[0045] Gleichzeitig tritt der Spannungsabfall auch
Uber dem zweiten Lastwiderstand 30 in dem
Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Abschnitt auf,
was ebenfalls einen einzigen negativen Impuls be-
wirkt, der als das zweite niveauverschobene Signal
S6 in dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Ab-
schnitt dient. Dieses bewirkt einen Kurzschluss des
Schalters 31, der die Kurzschlusseinrichtung in dem
Niveauverschiebungsschaltungs-AUS-Abschnitt ist,
wodurch wiederum bewirkt wird, dass das erste ni-
veauverschobene Signal S5 in dem hohen Niveau
bleibt, d. h. ein Niveauverschiebungsvorgang in dem
Niveauverschiebungsschaltungs-AUS-Abschnitt wird
unterdriickt.

[0046] Da eine Menge an Strom, die durch die
Hauptelektroden des Schalters 31 in einem Kurz-
schlusszustand flieRt, durch den zweiten Lastwider-
stand 29 in dem Niveauverschiebungsschaltungs-
AUS-Abschnitt begrenzt ist, flief3t nicht eine Gberma-
Rige Menge an Strom, die Beschadigungen der Halb-
leiterschaltung bewirken kann.

[0047] Unter der Annahme, dass der logische
Schwellenwert des Steuerungsanschlusses des
Schalters 31 gleich Vth2 ist, entspricht hier eine
Zeitdauer T1, wahrend der der Schalter 31 kurzge-
schlossen wird, einer Zeitdauer, in der das zweite ni-
veauverschobene Signal S6 in dem Niveauverschie-

bungsschaltungs-EIN-Abschnitt unter den Wert Vth2
fallt, d. h. Zeiten t1-t5.

[0048] Das zweite niveauverschobene Signal S6 in
dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-Abschnitt
ist eine Summe der Betrage der Spannungsabfélle
Uber den ersten und den zweiten Lastwiderstand 28
und 30 in dem Niveauverschiebungsschaltungs-EIN-
Abschnitt, so dass das zweite niveauverschobene Si-
gnal S6 einen grélReren Betrag an Spannungsveran-
derung pro Einheitszeit aufweist als das erste niveau-
verschobene Signal S4.

[0049] Eine Zeitdauer, wahrend der der Schalter 31
kurzgeschlossen ist — das heil’t, die Zeitdauer T1,
in der der Niveauverschiebungsvorgang in dem Ni-
veauverschiebungsschaltungs-AUS-Abschnitt unter-
druckt ist — maskiert somit vollstdndig die Zeitdauer
T2, in der das EIN-Befehlssignal S8 gilltig ist.

[0050] Wenn darliber hinaus angenommen wird,
dass der logische Schwellenwert des Steuerungsan-
schlusses des Schalters 31 gleich Vth2 ist und so ein-
gestellt ist, dass er kleiner als der logische Schwel-
lenwert Vth1 der ersten invertierten Logikeinrichtung
41 ist, dann entwickelt sich eine weitere Differenz zwi-
schen beiden Zeitdauern, wodurch ein Vorteil einer
Maskierung mit gréRerer Zuverlassigkeit geschaffen
wird.

[0051] Da nur das EIN-Befehlssignal S8, das als das
Einstellsignal dient, in die SR-Verriegelungsschal-
tung 51 eingegeben wird, und das AUS-Befehlssignal
S9, das als das Ricksetzsignal dient, dort nicht ein-
gegeben wird, wird der Q-Ausgang S10 hoch verrie-
gelt, um die Schalteinrichtung 7 der Hochspannungs-
seite durch den Pufferverstarker 53 in den leitenden
Zustand zu steuern.

Zeiten t6-t11:

[0052] Als nachstes wird der Betrieb beschrieben,
der auftritt, wenn ein Spannungsrauschen mit vor-
Ubergehenden Spannungsverdnderungen des VS-
Potentials und des VB-Potentials auftritt.

[0053] Die Leitung der Schalteinrichtung 7 der Hoch-
spannungsseite bewirkt, dass die AUSGANG-AN-
schlussspannung, d. h. das VS-Potential, voriiberge-
hend ansteigt, und dass auflterdem das VB-Potential
Uber die gleitende Stromquelle 6 voriibergehend an-
steigt. Dieser voriibergehende Potentialanstieg (dV/
dt) wird an Parasitardioden 22 und 24 angelegt, die
invertiert vorgespannt und antiparallel mit den HN-
MOS-Transistoren 21 bzw. 23 gekoppelt sind. In die-
sem Fall flielt ein Verschiebestrom durch jede der
Parasitardioden 22 und 24 von ihrer Kathode zu ihrer
Anode, was auflierdem unbeabsichtigte Spannungs-
abfalle (Fehlerimpulse) iber die ersten und zweiten
Lastwiderstéande 27, 28, 29 und 30 bewirkt.
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[0054] In Fig. 2 sind die Fehlerimpulse in den Zei-
ten t6-t11 in den ersten niveauverschobenen Si-
gnalen S4 und S5 durch gestrichelte Wellenformli-
nien dargestellt. Ohne die Stromunterdriickungsein-
richtung der Niveauverschiebungsschaltung der Aus-
fuhrungsform 1 bewirken diese Fehlerimpulse, dass
Fehlerbefehlssignale, die durch die gestrichelte Wel-
lenformlinie dargestellt sind, fir die EIN- und AUS-
Befehlssignale S8 und S9 erzeugt werden. Die Ge-
genwart dieser Fehlerbefehlssignale gibt an, dass
das Einstellsignal und die Ricksetzsignale gleichzei-
tig in die SR-Verriegelung 51 eingegeben werden,
was ein verbotener Zustand fur die Verriegelung ist,
was somit darin resultiert, dass der Q-Ausgang S10
von der SR-Verriegelung 51 instabil ist. Insbesonde-
re ist er betrachtlich instabil, wenn die Fehlerimpulse
aufgrund einer Veranderung in der Schaltungskon-
stanten eine gewisse Phasendifferenz haben.

[0055] Da die in der Ausflhrungsform 1 gemafn
der Erfindung beschriebene Niveauverschiebungssi-
gnalunterdriickungseinrichtung jedoch bewirkt, dass
die Kurzschlusseinrichtungen in den Niveauverschie-
bungsschaltungs-EIN- und -AUS-Abschnitten, d. h.
die Schalter 31 und 32, kurzgeschlossen werden,
werden die beiden ersten niveauverschobenen Si-
gnale S4 und S5 in den Niveauverschiebungsschal-
tungs-EIN- und -AUS-Abschnitten schlieBlich nicht
als gultige Signale erzeugt, wodurch der oben be-
schriebene instabile Zustand vermieden wird.

[0056] In kurzen Zeitperioden zwischen t6 und t7 so-
wie t10 und t11, in denen die zweiten niveauverscho-
benen Signale S6 und S7 oberhalb der logischen
Schwellenwerte der Schalter 31 bzw. 32 liegen, wer-
den Impulse mit extrem niedriger Amplitude fur die
ersten niveauverschobenen Signale S4 und S5 er-
zeugt. Diese extrem niedrigen Impulse werden je-
doch herausgefiltert, indem ausreichend grof3e logi-
sche Schwellenwerte fir die ersten und zweiten in-
vertierten Logikeinrichtungen 41 und 42 eingestellt
werden, wodurch sich somit kein Problem ergibt.

[0057] Wie zuvor beschrieben wurde, wird die Zeit-
dauer, wahrend der die Schalter 31 und 32 kurz-
geschlossen sind, so eingestellt, dass sie langer
ist als diejenige moglicher Fehlerimpulse, und um
die Fehlerimpulse vollstdndig zu maskieren, wodurch
der Fehlerimpuls mit der Phasendifferenz au3erdem
wirksam daran gehindert wird, erzeugt zu werden.

[0058] In der Zeitdauer, wahrend der der Verschie-
bungsstrom flief3t, fliet der durch die Schalter 31
und 32 flieBende Kurzschlussstrom durch die zweiten
Lastwiderstande 29 und 30, Gber die ein Spannungs-
abfall auftritt. Somit sind die zweiten niveauverscho-
benen Signale S7 und S6 gultig, was bewirkt, dass
die Schalter 31 und 32 geschlossen bleiben. Wenn
die Anwendung der Spannungsveranderung dV/dt
gestoppt wird, die die Erzeugung des Verschiebe-

stroms bewirkt, flie3t der Verschiebestrom nicht, und
somit werden die Spannungsabfalle Uber die zweiten
Lastwiderstéande 29 und 30 nicht auftreten, wodurch
bewirkt wird, dass sich die Schalter 31 und 32 6ffnen,
was die Schaltung in einen Zustand zurlckfuhrt, der
den Niveauverschiebungsbetrieb wieder gestattet.

Ausfuhrungsform 2

[0059] Fig. 3 zeigt eine Halbleiterschaltung ge-
mal Ausflihrungsform 2 der vorliegenden Erfindung.
Komponenten und Signale, die die gleichen wie die-
jenigen in Ausfuhrungsform 1 sind, tragen im Folgen-
den die gleichen Bezugszeichen, und ihre Beschrei-
bung ist nicht nochmals erforderlich.

[0060] In der vorliegenden Ausflihrungsform wer-
den analoge Schalter 33 und 34 als ein speziel-
les Beispiel fur den Schalter verwendet, der als die
in Ausfiihrungsform 1 beschriebene Kurzschlussein-
richtung dient. Dieses ermdglicht eine schnelle und
genaue Steuerung des Kurzschlusses und der offe-
nen Schaltung.

Ausfihrungsform 3

[0061] Fig. 4 zeigt eine Halbleiterschaltung ge-
mal Ausflihrungsform 3 der vorliegenden Erfindung.
In der vorliegenden Ausfihrungsform werden Pch
MOS-Transistoren 35 und 36 als ein spezielles Bei-
spiel fur den Schalter verwendet, der als die in
Ausfiihrungsform 1 beschriebene Kurzschlussein-
richtung dient. Die Verwendung der Pch MOS-Tran-
sistoren, die durch einen Standard-CMOS-Prozess
konfigurierbar sind, ermdglicht eine Verhinderung ei-
ner Steigerung der ChipgréRe der Halbleiterschal-
tung. Da der Schwellenwert des Pch MOS-Transis-
tors in einem typischen Beispiel ungefahr 1 Volt be-
tragt, ist es des weiteren moglich, eine Ausfiihrungs-
formschaltung leicht zu implementieren, die in Aus-
fuhrungsform 1 als bevorzugt beschrieben wurde, in
der die logischen Schwellenwerte der Kurzschluss-
einrichtungen so eingestellt werden, dass sie kleiner
sind als diejenigen der ersten und zweiten invertier-
ten Logikeinrichtungen 41 und 42.

Ausfuhrungsform 4

[0062] Fig. 5 zeigt eine Halbleiterschaltung gemaf
Ausflhrungsform 4 der vorliegenden Erfindung. In
der vorliegenden Ausfiihrungsform werden PNP-Bi-
polar-Transistoren 37 und 38 als ein spezielles Bei-
spiel fur den Schalter verwendet, der als die in
Ausfihrungsform 1 beschriebene Kurzschlussein-
richtung dient. Da die Bipolar-Transistoren jeweils ei-
ne Stromsteuereinrichtung sind, werden die zweiten
niveauverschobenen Signale S6 und S7 Gber Basis-
widerstadnde 39 und 40, die als Stromvorspannein-
richtungen dienen, an die Bipolar-Transistoren ange-
legt. Der Bipolar-Transistor hat eine gute Genauigkeit
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seiner EIN-Spannung, was somit eine gré3ere Frei-
heit bei der Schaltungsauslegung ermdéglicht. Die-
ses kann die GroRe der Halbleiterschaltung in ihrer
Gesamtheit verringern, wodurch eine Verhinderung
einer Steigerung der Halbleiterchipgréfie erméglicht
wird. Da der Schwellenwert des Bipolar-Transistors
in einem typischen Beispiel ungeféhr 0,6-0,7 Volt be-
tragt, ist es moglich, eine Ausfihrungsformschaltung
leicht zu implementieren, die in Ausfihrungsform 1
als bevorzugt beschrieben wurde, in der die logischen
Schwellenwerte der Kurzschlusseinrichtung so ein-
gestellt werden, dass sie kleiner sind als diejenigen
der ersten und zweiten invertierten Logikeinrichtun-
gen 41 und 42.

Ausfihrungsform 5

[0063] Fig. 6 zeigt eine Halbleitereinrichtung geman
Ausfuhrungsform 5 der vorliegenden Erfindung. In
der vorliegenden Ausfihrungsform weist die Niveau-
verschiebungsschaltung 2 aulRerdem dritte Lastwi-
derstdnde 201 und 202 auf, von denen jeweils ein En-
de mit dem VB-Potential verbunden ist, sowie analo-
ge Zweiwegeumschalter 203 und 204, die als Strom-
bahnschalteinrichtungen dienen.

[0064] Die gemeinsamen Anschlisse der analogen
Zweiwegeumschalter 203 und 204 sind jeweils mit ei-
nem Ende der zweiten Lastwiderstande 29 und 30
verbunden, wahrend die anderen zwei Anschlisse
der Analogschalter (ein normalerweise geschlosse-
ner Anschluss und ein normalerweise offener An-
schluss) mit den anderen Enden der ersten Lastwi-
derstdnde 27 und 28 und mit denjenigen der dritten
Lastwiderstande 201 und 202 verbunden sind. Zu-
satzlich empfangen die Zweiwegesteueranschliisse
der Schalter 203 und 204, die eine negative Polaritat
haben, die zweiten niveauverschobenen Signale S7
und S6.

[0065] Die analogen Zweiwegeumschalter 203 und
204 arbeiten vorzugsweise in einem Betrieb, der
als "Wechselschalter mit Unterbrechung” bezeichnet
wird, wodurch ihre gemeinsamen Anschlisse wah-
rend des Schaltvorgangs nicht in den Zustand einer
offenen Schaltung gesetzt werden.

[0066] Die Widerstandswerte der Lastwiderstande
201 und 202 werden so eingestellt, dass sie klei-
ner sind als diejenigen der ersten Lastwiderstande
27 bzw. 28. Genauer gesagt reicht es im allgemei-
nen aus, dass die Uber die dritten Lastwiderstande
201 und 202 auftretenden Spannungsabfalle wesent-
lich kleiner sind als die logischen Schwellenwerte der
zweiten invertierten Logikeinrichtungen 41 und 42.

[0067] In der vorliegenden Ausfiihrungsform wird
die Unterdrickung des Niveauverschiebungsbetriebs
nicht durch ein Kurzschlielen der Strombahnen tber
die ersten Lastwiderstande 27 und 28 erreicht, wie

es in den Ausfiihrungsformen 1 bis 4 dargestellt ist,
sondern durch ein Umschalten der Strombahn von
den ersten Lastwiderstanden 27 und 28 auf die drit-
ten Lastwiderstande 201 und 203 mit einem kleineren
Widerstandswert.

[0068] Diese Konfiguration bewirkt, dass ein Strom
Uber die dritten Widerstande 201 und 202 flie3t, wenn
der Niveauverschiebungsbetrieb unterdriickt ist, wo-
durch eine Reduzierung des Stromverbrauchs er-
moglicht wird.

[0069] Wahrend oben verschiedene Ausfiihrungs-
formen geman der Erfindung beschrieben und darge-
stellt worden sind, ist die Erfindung nicht auf diese be-
grenzt, und eine Vielzahl von Modifikationen und Ver-
anderungen kann vorgenommen werden. Beispiels-
weise sind die in den jeweiligen Ausflihrungsformen
beschriebenen Signalpolaritaten jeweils nur ein Bei-
spiel. Solange wie die logischen Schritte in ahnli-
cher Weise ausgefiihrt werden, kénnen eine ande-
re Logikschaltung, in der verschiedene Arten einer
logischen Minimierung und ihre logische Implemen-
tierung entsprechend dem De Morgan'schen Gesetz
vorgenommen werden, oder eine Schaltung mit ver-
schiedenen Hoch-aktiven und Niedrig-aktiven Signa-
len ebenfalls in der Halbleiterschaltung der Erfin-
dung enthalten sein. Wahrend in den Ausfiihrungs-
formen gemal der Erfindung die Niveauverschie-
bungsschaltung derart beschrieben ist, dass ein Si-
gnal von einer Niederspannungsseite der Schaltung
an ihre Hochspannungsseite tbertragen wird, kann
der Fachmann ohne weiteres auch eine andere Aus-
fuhrungsform finden, die eine Niveauverschiebungs-
schaltung verwendet, in der das Signal umgekehrt
von dem niedrigen Potential an das hohe Potential
Ubertragen wird. Somit ist diese Schaltung in dem
Umfang der Erfindung enthalten. Derjenige, der die
Erfindung ausfiihrt, und der Fachmann erkennen,
dass verschiedene Veranderungen und Verbesse-
rungen an der Erfindung vorgenommen werden kon-
nen, ohne von dem Gedanken des offenbarten Kon-
zepts abzuweichen.

Patentanspriiche

1. Halbleiterschaltung mit einem ersten Potential
als einem gemeinsamen Potential und einem zwei-
ten Potential als einem Referenzpotential, wobei sich
das erste Potential von dem zweiten Potential unter-
scheidet, zum Ansteuern und Regeln einer Halbleiter-
schalteinrichtung, die mit dem zweiten Potential ge-
steuert wird, wobei die Halbleiterschaltung aufweist:
— eine Niveauverschiebungsschaltung mit mehreren
Ausgabeabschnitten zum Ausgeben eines Hauptbe-
fehlssignals Uber jeden Ausgabeabschnitt, das ein
pulsgeformtes EIN-Befehlssignal oder ein pulsge-
formtes AUS-Befehlssignal umfasst, relativ zu dem
zweiten Potential als dem Referenzpotential, in Reak-
tion auf eine Eingabe eines Aktivierungssignals, das
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ein pulsgeformtes EIN-Signal oder ein pulsgeformtes
AUS-Signal umfasst, das relativ zu dem ersten Po-
tential als einem Referenzpotential ist und das die
Halbleiterschalteinrichtung in einen leitfahigen Zu-
stand oder einen nicht leitfahigen Zustand versetzt;
— eine Verriegelungsschaltung, die in Reaktion auf
das Hauptbefehlssignal ein Signal ausgibt, um die
Halbleiterschalteinrichtung in ihrem leitfahigen oder
nicht leitfahigen Zustand zu halten; und

— eine Niveauverschiebungssignalunterdriickungs-
einrichtung, die dazu dient, wenn ein Signal an einem
der Ausgabeabschnitte der Niveauverschiebungs-
schaltung erzeugt wird, zu verhindern, dass ein Si-
gnal an dem anderen Ausgabeabschnitt erzeugt wird;
—wobei die Niveauverschiebungsschaltung in der La-
ge ist, an jedem Ausgabeabschnitt in Reaktion auf
das diesem eingegebene Aktivierungssignal gleich-
zeitig erste und zweite niveauverschobene Signale
zu erzeugen, die von verschiedenen Spannungsab-
fallen resultieren;

—wobei das Hauptbefehlssignal ein in der Wellenform
modifiziertes Signal ist, das von dem ersten niveau-
verschobenen Signal abgeleitet ist, das von einem
kleineren Spannungsabfall resultiert als das zweite
niveauverschobene Signal;

— wobei die Niveauverschiebungssignalunterdri-
ckungseinrichtung dazu dient, zu verhindern, dass
das erste niveauverschobene Signal an einem Aus-
gabeabschnitt in Reaktion auf das zweite niveauver-
schobene Signal erzeugt wird, das von dem anderen
Ausgabeabschnitt ausgegeben wird;

— wobei die Niveauverschiebungsschaltung in jedem
Ausgabeabschnitt aufweist:

— einen ersten Lastwiderstand, der das erste niveau-
verschobene Signal liefert,

— einen zweiten Lastwiderstand, der in Serie mit dem
ersten Lastwiderstand verbunden ist und das zweite
niveauverschobene Signal liefert, und

— eine Hochspannungshalbleitereinrichtung, deren
Hauptanschluss in Serie mit dem zweiten Lastwider-
stand geschaltet ist, wodurch eine elektrische Lei-
tung zwischen dem Hauptanschluss und einem Refe-
renzanschluss in Reaktion auf das Aktivierungssignal
bewerkstelligt wird, das einem Steuerungsanschluss
der Halbleitereinrichtung zugefuhrt wird; und

— wobei die Niveauverschiebungssignalunterdri-
ckungseinrichtung eine Kurzschlusseinrichtung in ei-
nem Ausgabeabschnitt aufweist, die beide Anschlis-
se des ersten Lastwiderstands in Reaktion auf das
zweite niveauverschobene Signal, das von dem an-
deren Ausgabeabschnitt ausgegeben wird, Gber eine
Bahn niedriger Impedanz kurzschlief3t.

2. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, wobei die
Kurzschlusseinrichtung einen analogen Schalter auf-
weist.

3. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, wobei die
Kurzschlusseinrichtung einen MOS-Transistor auf-
weist.

4. Halbleiterschaltung nach Anspruch 2, wobei die
Kurzschlusseinrichtung einen Bipolar-Transistor auf-
weist.

5. Halbleiterschaltung mit einem ersten Potential
als einem gemeinsamen Potential und einem zwei-
ten Potential als einem Referenzpotential, wobei sich
das erste Potential von dem zweiten Potential unter-
scheidet, zum Ansteuern und Regeln einer Halbleiter-
schalteinrichtung, die mit dem zweiten Potential ge-
steuert wird, wobei die Halbleiterschaltung aufweist:
— eine Niveauverschiebungsschaltung mit mehreren
Ausgabeabschnitten zum Ausgeben eines Hauptbe-
fehlssignals Uber jeden Ausgabeabschnitt, das ein
pulsgeformtes EIN-Befehlssignal oder ein pulsge-
formtes AUS-Befehlssignal umfasst, relativ zu dem
zweiten Potential als dem Referenzpotential, in Reak-
tion auf eine Eingabe eines Aktivierungssignals, das
ein pulsgeformtes EIN-Signal oder ein pulsgeformtes
AUS-Signal umfasst, das relativ zu dem ersten Po-
tential als einem Referenzpotential ist und das die
Halbleiterschalteinrichtung in einen leitfahigen Zu-
stand oder einen nicht leitfahigen Zustand versetzt;
— eine Verriegelungsschaltung, die in Reaktion auf
das Hauptbefehlssignal ein Signal ausgibt, um die
Halbleiterschalteinrichtung in ihrem leitfahigen oder
nicht leitfahigen Zustand zu halten; und
— eine Niveauverschiebungssignalunterdriickungs-
einrichtung, die dazu dient, wenn ein Signal an einem
der Ausgabeabschnitte der Niveauverschiebungs-
schaltung erzeugt wird, zu verhindern, dass ein Si-
gnal an dem anderen Ausgabeabschnitt erzeugt wird;
—wobei die Niveauverschiebungsschaltung in der La-
ge ist, an jedem Ausgabeabschnitt in Reaktion auf
das diesem eingegebene Aktivierungssignal gleich-
zeitig erste und zweite niveauverschobene Signale
zu erzeugen, die von verschiedenen Spannungsab-
fallen resultieren;

—wobei das Hauptbefehlssignal ein in der Wellenform
modifiziertes Signal ist, das von dem ersten niveau-
verschobenen Signal abgeleitet ist, das von einem
kleineren Spannungsabfall resultiert als das zweite
niveauverschobene Signal,

— wobei die Niveauverschiebungssignalunterdri-
ckungseinrichtung dazu dient, zu verhindern, dass
das erste niveauverschobene Signal an einem Aus-
gabeabschnitt in Reaktion auf das zweite niveauver-
schobene Signal erzeugt wird, das von dem anderen
Ausgabeabschnitt ausgegeben wird;

— wobei die Niveauverschiebungsschaltung in jedem
Ausgabeabschnitt aufweist:

— einen ersten Lastwiderstand, der das erste niveau-
verschobene Signal liefert,

— einen zweiten Lastwiderstand, der das zweite ni-
veauverschobene Signal liefert,

— einen dritten Lastwiderstand, der in seinem Wider-
standswert kleiner ist als der erste Lastwiderstand,
und

— eine Hochspannungshalbleitereinrichtung, deren
Hauptanschluss in Serie mit dem zweiten Lastwider-
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stand verbunden ist, wodurch eine elektrische Lei-
tung zwischen dem Hauptanschluss und dem Refe-
renzanschluss in Reaktion auf das Aktivierungssignal
bewerkstelligt wird, das einem Steuerungsanschluss
der Halbleitereinrichtung zugefuhrt wird; und

— wobei die Niveauverschiebungssignalunterdri-
ckungseinrichtung einen Strombahnschalter in einem
Ausgabeabschnitt aufweist, der den ersten Lastwi-
derstand mit dem zweiten Lastwiderstand verbin-
det, wéhrend kein zweites niveauverschobenes Si-
gnal von dem anderen Ausgabeabschnitt ausgege-
ben wird, und der den zweiten Lastwiderstand mit
dem dritten Lastwiderstand verbindet, wéhrend das
zweite niveauverschobene Signal von dem anderen
Ausgabeabschnitt ausgegeben wird.

6. Halbleiterschaltung nach Anspruch 5, wobei
der Strombahnschalter einen analogen Zweiwege-
schalter aufweist, dessen gemeinsamer Anschluss
mit dem zweiten Lastwiderstand verbunden ist und
dessen zwei andere Anschlusse, die in Abhangigkeit
von dem zweiten niveauverschobenen Signal jeweils
elektrisch mit dem gemeinsamen Anschluss verbun-
den sind, mit den ersten bzw. dritten Lastwiderstan-
den verbunden sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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